
















专利名称(译) 可用作空穴注入层或空穴传输层的材料的化合物，以及使用它们的有机发光二极管
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摘要(译)

本发明涉及可用作有机发光二极管（OLED）或电致发光元件的空穴注入层或空穴传输层的材料的化合物。使用液态聚合物离子将
该化合物合成为导电聚合物，并且该导电聚合物可用作有机发光二极管的空穴注入层或空穴传输层的材料。该化合物的有利之处在
于，使用该化合物形成的空穴注入层具有更优异的性能，并且与使用常规化合物形成的空穴注入层相比，可以保持更长的寿命。
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